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X. ТАНИ

ЭНТРОПИЯ СИСТЕМЫ И СОВОКУПНОСТИ

(Представил X. Аёен) "
'

Проблемы оценки структурной сложности систем стали актуаль-
ными в связи с развитием методов декомпозиции сложных систем уп-
равления. После появления работ Дж. Хартманиса [*] эти методы
стали особенно быстро развиваться в рамках теории конечных авто-
матов, а в настоящее время они приведены как во многих руководст-
вах по проектированию дискретных систем, так и в отдельных рабо-
тах [ 2~s ].

Основой метода декомпозиции является тот факт, что общее число
состояний системы является произведением чисел состояний компонен-
тов, образуемых при декомпозиции. Следовательно, при заданном числе
состояний системы компоненты имеют значительно меньше состояний
и, стало быть, являются более простыми. Из этого многие авторы сде-
лали вывод, что декомпозицией можно осуществить значительное уп-
рощение систем.

Хотя это верно с точки зрения анализа и синтеза компонентов,
естественно, возникает вопрос о том, можно ли, в самом деле, упрос-
тить таким путем систему в целом. Ведь для обеспечения выполнения
системных функций необходимо образовать дополнительные каналы
связи между отдельными компонентами, что ведет к усложнению сис-
темы.

Как показал X. Салум [ 6 - 7 ], расходы на образование каналов связи
настолько большие, что в действительности системы при декомпозиции
не упрощаются, а становятся более сложными. Поэтому полезность де-
композиции проявляется только в более наглядной структуре системы,
что облегчает анализ и синтез отдельных компонентов.

В данной работе показано, что сложность системы при декомпози-
ции, в принципе, не может быть ниже сложности исходной системы.
В интересах общности работа выполнена в терминах теории информа-
ции. Эффективность энтропийных оценок сложности была показана уже
С. Ватанабе и другими [B> 9 ].

Возьмем в качестве модели дискретный, последовательный источник
сообщений G{n), имеющий множество выходных символов А
= {аи а2, ... , а п ). В качестве выхода генератора рассмотрим случай-
ные последовательности из п символов

0 =(li, CL j, CLh, ••
•

, CLn , •• • j CLq,

где i, j, k, n, q e (1, 2, ..., n).
Для подсчета энтропии такого источника предполагаем, что распре-

деление вероятностей появления отдельных символов равномерное.
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Тогда перед появлением первого символа последовательности вероят-
ность появления i- го символа

Ри — 1 » i—■l j2, ..., tl,п
а перед появлением /-го символа последовательности

n j+l ’ /==l, 2’ •*” П ‘

Следовательно, максимальная энтропия источника также меняется от
шага к шагу

#i=—log 2 loga (n —j+ 1),
а энтропия последовательности из п символов равна сумме условных
энтропий по отдельным шагам

н= (и
j=i

Количество элементов множества А во время генерации очередной по-
следовательности образует убывающую последовательность натураль-
ных чисел, начиная с числа п. Поэтому (1) можно переписать в виде
суммы логарифмов натуральных чисел

H=S]log2 k.
h=l

С другой стороны, количество различных последовательностей ис-
точника G{n) равняется N=n\, что дает такое же значение энтропии

1 п
Я=—loga'—=log2 (/z!) == J£log 2 &. (2)

П ' h=l

Рассмотрим, далее, энтропию совокупности источников G{n\),
G(n2 ),

... , G (пт), множествами выходных символов которых явля-
ются попарно непересекающиеся множества Л\, А 2 ,

... , Ат, содержа-
щие п\, п2 , ... , пт элементов соответственно.

Энтропия отдельных источников
Н}= l°g 2 б /= 1,2,..., т.

Образуя из данной совокупности систему источников путем композиции
в виде

т

1 A=\JA t.

г=l

имеющей количество элементов
т

П= JZnjt
j—l

получим источник, энтропия которого определяется выражением (2).
Теперь легко убедиться, что суммарная энтропия совокупности

меньше, чем энтропия системы, т. е.
т
2Hs <h,
3— l

так как
т п, п

2 J£log2 £< ž\og2 i, (3)
j=i h=i i=i
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или, выражая то же самое в числе комбинаций,
т

Ki= п (rijl) <nl (4)
j—i

Выражения типа (3) и (4) допускают два вывода;
1. суммарная энтропия компонентов (а следовательно, и слож-

ность) меньше, чем сложность системы;
2. ввиду сильной нелинейности энтропию нельзя использовать в

качестве меры сложности систем, состоящих из компонентов.
Оказывается, однако, что оба эти вывода неверны. Для доказатель-

ства проследим задачу в обратном порядке.
Пусть имеется источник G(n ) с множеством выходных символов А

из я различных элементов. Разобьем множество А на попарно непере-
секаемые подмножества А\, А 2,

..

. , Ат, называемые компонентами
источника G (я), количество элементов которых равняется яь я2 , ... , пт
соответственно. В терминах теории автоматов этому соответствует раз-
биение

я= {Яь 52 , ■■ ■, Вт},

где В j блоки, /—1,2,... , т.
Разбиение я может, однако, быть выполнено очень многими спосо-

бами (даже при фиксированных значениях П\ , я2,
... , пт) в смысле

состава блоков Bj. Численно это определяется количеством комбина-
ций

К2 =СП'ХСП * Х-.-ХСф N X...XCw m=П' х Tl 71 1 / N / г— l \ /N n mn— 2 n f
i—l

m
= n cy v (5)

j=l In- 2 nt
\

Это является источником дополнительной энтропии, что содержатель-
но означает свободу выбора декомпозиции. Поэтому общее число ком-
бинаций при декомпозиции значительно выше

К=K.iK.2- (6)
Теперь можно сформулировать следующую теорему.
Теорема. Энтропия последовательного источника сообщений не

изменится при разбиении его на компоненты.
Доказательство. Для доказательства достаточно показать,

что К=п\. В самом деле, подставляя (4) и (5) в (6), получим:
ш m

K=KiKz=п («il) П =

г=l i= l Jп— Бп/ )

щ\ • п2 \ .. . nm \ -п\(п —пЛ!in пу п2 )! ... in —щ ... nm) !
= •—я!Пу\-П2 \ .. . Пт\ (я Я1) !(я— Я1 Я2 ) !...(я Я1 ... Пт) !

Выражая (6) в логарифмической форме, получим
log /(i+log 2 /C2,

или
Я=ЯI+Я(я). (7)

В (7) энтропия Я 1 является суммарной энтропией компонентов
т

Ну= £ Нh
г=l
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а энтропия Яг(я) появилась из-за того, что разбиение можно выпол-
нить /Сг разными способами. Поскольку она не определяется ни одним
из компонентов и поэтому является как бы невидимой, будем называть
ее скрытой энтропией. Ее величина определяется распределением коли-
чества элементов в разбиении я.

Теперь можно написать баланс энтропии при декомпозиции источ-
ника из « элементов на т компоненты, содержащие «ь «2 , ... ,пт
выходных символов соответственно

т

2Н{ +Н{я)=Н{п\). (8)
г=l

Таким образом, при различных декомпозициях происходит только пе-
рераспределение энтропий между компонентами и изменение значения
скрытой энтропии, а общая энтропия является постоянной величиной,
определяющейся значением «.

Пример

Пусть имеется последовательный генератор, содержащий 18 выход-
ных символов. Его энтропия

H—\og2 (18!) =52,5076 битов.

При разбиении его на компоненты, содержащие «1 =5, «2 =3, «з= 4 и
«4=6 элементов соответственно, суммарная энтропия компонентов рав-
няется

//1 = log2 (5!) -f-log2 (3!) -floga (4!) +log 2 (6!) =23,5688 битов.

Из баланса энтропии (8) можно определить значение скрытой энтро-
пии

Я(я) =Я— Я 1 =52,5076 23,5688= 28,9388 битов.

Для контроля вычислим значение скрытой энтропии из (5): Я(я) =
=log2 (C 185 - С 133 -Сю4 -С66 ) =28,9388 битов, что совпадает со значением,
полученным из баланса (8).

Рассмотрим, далее, как изменяется значение скрытой энтропии при
изменении разбиения. Легко определить крайние точки.

Во-первых, при 1-разбиении [ 2 ]

Я (я) = log2 (С”)=0.

Другая крайность имеется при 0-разбиении; скрытая энтропия
Ц(я)= io g2 (о х• • • хс; ) =//(«!>,

а суммарная энтропия компонентов равна нулю, так как
т

Hi= % loga (1) =O.
2=l

При других разбиениях, очевидно, значение скрытой энтропии имеет
некоторое промежуточное значение. Например, при разбиении источ-
ника, множество выходных символов которого состоит из « элементов,
на два компонента, содержащие п\ и «—«1 элементов, значение скрытой
энтропии имеет максимум при щ—п/2, так как значение биномного
коэффициента С пп' при этом максимальное.

Так как значение скрытой энтропии

&(о ) (9)
i=l I n- S п, j ■
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определяется разбиением л, то возникает вопрос; можно ли слагае-
мые выражения (9) привязать к соответствующим компонентам раз-
биения? Оказывается, что так просто сделать это нельзя, так как зна-
чения отдельных слагаемых в (9) зависят от порядка записи компо-
нентов. Это является естественным, так как свобода выбора компо-
нента в ходе выполнения декомпозиции уменьшается. Так, при выборе
первого компонента имеется большой выбор из п элементов можно
выбрать п.\ элементов, а при выборе второго компонента из п—П\
элементов и т. д. При образовании последнего компонента уже нет ни-
какого выбора в состав него входят элементы, которые остались
после выбора всех предыдущих компонентов.

Поэтому для привязки к каждому компоненту доли скрытой энтро-
пии необходимо установить между компонентами отношение порядка

Аг ■<( Ah Л/ + ... + A q,

i, k, I, q 1,2,..., т.

Тогда можно соответственно упорядочить и разбиение
Л {Bi, B h , В е, .. . , Вд).

Вычисляя скрытую энтропию в том же порядке
Я (л)=По§2 (С»*) + log2 (<>_„ )+ ... +log2 (£>«),

получим
Я(л) Я/Т" ..

• -Нд.

Слагаемые этого выражения соответствуют скрытой энтропии упоря-
доченных компонентов. Для рассмотренного примера имеем

Я(л) = loga (8568) -floga (286)+log 2 (210)+log 2 (1).
Взяв это же разбиение в другом порядке, например,, л (4, 3,5, 6), имеем

Я (л) =log2 (3060) + loga (364)+10g 2 (462) +10g2 (1).
Итак, в случае упорядоченных компонентов, их энтропию можно рас-
сматривать как сумму

Щ=Нц-\-Н (л) z = loga (mO+loga (C«/_
R ),

где R сумма количеств элементов предшествующих компонентов.
Величину HR будем называть полной энтропией компонента i.
Объединив в упорядоченной системе два компонента с множест-

вами выходных символов A i и Aj, можно суммировать полные энтро-
пии

•ЯО(Л,иЛД=Яо+Яо. (10)
Таким образом, закон сложения энтропий при объединении компо-

нентов действителен только для полных энтропий.
Резюмируя полученные результаты, можно ввести определения со-

вокупности и системы источников сообщений.
1° Совокупностью источников сообщений будем называть некото-

рое количество несвязанных источников G\, G2, ..

.
, G m с множествами

выходных символов. Ль Ла, ... ,
Лт,. содержащих П\, п2,

... ,пт эле-
ментов соответственно.

Свойства совокупности;
1. Для каждого члена можно определить энтропию

i==\, 2, ..., т. .:+
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2. Энтропию объединения двух членов совокупности нельзя опре-
делить как сумму энтропий членов, так как

Н{п{)-\-Н ( щ)<Н {tii+rij).
3. Элементы множеств выходных символов компонентов должны

быть различимыми только в пределах данного множества.
2° Системой источников сообщений будем называть некоторое ко-

личество упорядоченных источников GG2, ... , Gm , для которого оп-
ределены;

общее количество элементов п=Ъ
разбиение л{пк , niy rij,

.. . ,
nm , ■■ ■ , n q)\

энтропии компонентов и скрытая энтропия.
Свойства системы:
1. Существование баланса энтропии (8).
2. Для каждого компонента может быть определена полная энтро-

пия.
3. Имеет место закон сложения полных энтропий (10).
Для иллюстрации различий между совокупностью и системой

можно сказать, что при декомпозиции источника в совокупность источ-
ников исходный источник не восстановим. Для восстановления исход-
ного источника требуется, чтобы результатом декомпозиции была сис-
тема, а не совокупность.
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H. TANI
SÜSTEEMI JA KOMPONENTIDE KOGUMI ENTROOPIA

Artiklis on näidatud, et diskreetse süsteemi keerukust ei ole võimalik vähendada
süsteemi väiksemateks komponentideks dekomponeerimise teel, sest komponentide sum-
maarse keerukuse vähenemisega kaasneb nendevaheliste sidemete keerukus. On esitatud
varjatud entroopia ja täisentroopia mõisted ning näidatud täisentroopiate liidetavust.

H. TANI
ENTROPY OF THE SYSTEM AND OF THE COLLECTION

Using the concept of entropical complexity it is shown that the complexity of a
discrete system cannot be diminished by decomposition of it into components because
the diminished complexity of components is compensated by increasing complexity of
links between them. Additionally, the definitions of hidden and full entropy are given
and the additivity of full entropies is shown.
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	Fig. 7. Log-log plot of Thom Г0 versus Г for the o—o0—0 transition of resorufin in phases I and II of ethanol, between ~ 0.3 and 4.2 K. Both curves follow а Г1-3*01 dependence over at least one decade in T [4].
	Fig. 8. a Effect of a magnetic field on holes burnt in zero field (thin curves) in the Si-t-So o—o transition of H2P in PE at 4.2 К for two different fields. Top: a field of Я —3.2 Tis applied to a hole of rhoie = 200 MHz; middle and bottom: a field of H = 6.0 T is applied to holes of, respectively, MHz and 984 MHz. b Fits of the theoretically calculated hole sphapes (eqs. (1), and (2)) to the experimental results for the same three holes of Fig. 8, a (see text) [s],
	Fig. 9. Hole shape D as a function of frequency v and magnetic field H, for a zero field hole of 500 MHz width, calculated with eq. (1). Insert: frequency shift of the maximum of the curve vs. field for different holewidths [s].
	KINETICS OF PHOTOPHYSICAL HOLE-BURNING IN TETRACENE-DOPED MTHF GLASSES
	Fig. I.a Profile of the inhomogeneously broadened TC absorption before (upper) and after (lower, offset) hole-burning. Part b illustrates the relative change in optical density, exhibiting the appearence of anti-hole states at energies above the zero phonon hole and the rise of OD by antiholes compensating the decrease of OD by hole-burning via the phonon wing of low energy sites.
	Fig. 2. Temporal progress of the hole-burning process detected via fluorescence intensity of the vibrational zero phonon line (dots). The solid line shows an upper estimate of the inherent dispersion as predicted by eq. (4) but disregarding any variations of tunneling matrix elements. A comparison with the experimental data indicates that the statistics of TLSs are essential for understanding the burn kinetics. Full circles denote the fit on the basis of eq. (4) which includes the Gaussian density of К and the inherent contribution to the dispersion. The fit parameters are a = 2.0, v 0 = 4.2X10-3 s->
	Fig. 3. a – Spontaneous recovery of a hole recorded via VZPL fluorescence (dots) and scanning the hole profile (circles) in the long time regime. The solid line represents the calculated kinetics assuming a Gaussian density of tunneling paramdters and hole saturation at —(AOD/OD)max = 0.55, using the parameter set a = 2.5, km =ks = = I.BXIO~3 s-1, 4sp = 0.3X10“3 s~L Section b shows data and fit curve on a logarithmic time scale. Deviations from a logarithmic decay law are obvious in the short time limit of the experimental findings.
	Fig. 4. Experimental hole profiles (lines) for various times after terminating the burn proeess as indicated, taken from the scan (circles) of Fig. 3. The holes are well approximated by Lorentzian line shapes (crosses) with constant width Г. This demonstrates that spontaneous hole-filling is not accompanied by spectral diffusion within the time frame of Fig. 3.
	Fig. 5. a The first 20 min of spontaneous OD recovery of holes of different depth detected via continuously recorded VZPL fluorescence (dots). Immediately after exposing the sample for burn times varying from 30 s to 4000 s and 7B = 0.5 mW/cm2 the interrogation intensity was reduced by a factor of 10~3. Solid lines depict the fits assuming correlated burn and recovery tunneling processes choosing the parameter set (see text) a —2, km = k5~0.007 s-1, &sp = 0.001 s-1 and a maximum hole recovery of 30%- b The same SHF-data yet plotted relative to the initial hole depth (10, 18, 32 and 47% from top to bottom, respectively) to illustrate that shallow holes recover faster than deep ones. Broken lines are guides to the eye not corresponding to the fits in Fig. sa.
	Fig. 6. Comparison of dispersive decays with Gaussian and uniform density of X calculated by means of eq: <2) with parameters Я,O=Ю, a= 3 and v 0 = 5 s-1 (Gaussian) and Xo= Ю, a 2.0 and Vo —5 s-1 (uniform), where a represents the square root of the dispersion in both cases. The inset illustrates both densities on a common X-scale. A logtime representation (lower plot) compares the decay with a logarithmic law indicated by the dotted line.
	Fig. 7. Schematic diagram of three possible TLS configurations accounting for unburnable sites (a), metastable holes (b) and stable holes (c). The notation of states and rates agree with the kinetic scheme in the text (eq. (5))


	OPTICAL TRANSITIONS IN PROTON TRANSFER SYSTEMS
	Fig. 1, Tautomerization of a symmetric carboxylic acid dimer.
	Fig. 2. Schematic representation of the double-well tautomerization potential of an acid dimer coupled to a dye molecule. The wavefunctions are indicated as broken lines. The asymmetry of the doublewell potential is reversed when the dye molecule is excited. The rate of tautomerization can be determined in this case from time resolved emission measurements.
	Fig. 3. Projection on the a, b crystallographic plane of a thioindigo molecule doped substitutionally into a benzoic acid crystal. Two of the four tautomer configurations of the two equivalent acid dimers sandwiching the indigo molecule are shown.
	Fig. 4. Top; emission spectra of thioindigo in benzoic acid recorded under selective excitation of the tautomer configuration with the highest (lowest) energy when thioindigo is in the excited (ground) electronic state. The lines marked Ru R 2 and R 3 correspond to the different tautomer configurations I ct, a), ja, p> and |p, a>, |p,p>. The bands marked ph and и are phonon side bands and vibronic lines, respectively some of the other sharp lines are Raman transitions of the benzoic acid matrix. Bottom: time resolved fluorescence emission from the Ri, R 2 and R 3 configurations subsequent to selective excitation of Ri.
	Fig. 5. Schematic representation of the optical resolution by fluorescence line narrowing of the delocalized proton levels of an acid dimer coupled to a dye molecule. The wavefunctions are represented by broken and dotted lines. The inhomogeneous width of the electronic transition indicated schematically masks the ground state level splitting in conventional absorption or emission spectra. p b
	Fig. 6. Line narrowed emission spectra obtained for thioindigo in benzoic acid: excitation into a vibrational level (top) and the o—o-transition (bottom) of the higher energy la, (3>, IP, a> configuration. The homogeneous linewidth of the transitions in the excitation process masks the ground state splitings when a vibrational level is involved, while it makes a negligeable contribution to the instument limited linewidth of the bottom spectrum obtained by excitation of the o—O-transition.0—O-transition.
	Fig. 7. Transient grating measurements in proto (top) and deutero (bottom) benzoic acid doped with thioindigo. The full and broken lines are calculated decays neglecting and including relaxation processes of benzoic acid dimers near ground state thioindigo molecules. The peak near t— 0 reflects a fast process possibly related to multiphoton excitation of higher electronic states.

	DEPHASING OF OPTICAL IMPURITY STATES IN GLASSES: LOW-TEMPERATURE REGIME
	Fig. 1. Top: Inhomogeneous spectrum originating from homogeneous lines with different central frequencies. Bottom: Change of the spectrum through hole burning.
	Fig. 2. The components of the model and their interactions.
	Fig. 3. Energy levels of a system consisting of one impurity and one TLS
	Fig. 4. Energy levels of a system of one impurity coupled to several in the case displayed, four TLSs. The left hand side corresponds to TLSs with identical energy splittings, and the degeneracies of the various levels are given.
	Fig. 5. Linewidth averaged with respect to A and A. The A ranges used in the averages are indicated. The A range covers an interval of size 2.6 toD. Parameters: AF=o.3cod, 0d = 3OOK (Debye temperature), c = 3km/s (velocity of sound), q—2 g/cm3, /=1 ev (deformation potential).
	Fig. 6. Linewidth according to (11) in comparison with experimental data from [39] and [lB]. Short range interaction is assumed. The A range is over in interval of length 0.2 ■cod. Parameter values: <AF> = 10“3а)о, AFmax = 0.1446a)D, AF ос 1Д3, rmax-= 10/-min, 0D = —l5O K, c 2km/s, q=l g/cm3, k = 0.3, /=1 eV. (H2P free-base porphin; MTHF 2-methyltetrahydrofuran; PMMA polymethylmethacrylate; PE polyethylene).
	Fig. 7. Linewidth (in units of cod) of the optical transition Ri as a function of AF. Parameter values: A —B, F“ = 0.6t0D, 0d = 300 K, c=3.75 km/s, Q=2 g/cm3, /=leV. Left: A=2Fa; the straight curve segments on the left hand side of the figure describe a AF4 law. Right: A=2Fa+lo~3wp, to the left of their bends the curves-are proportional to AF2
	Fig. 8. Linewidth in comparison with experimental data. The long-range nature of the interaction is taken into account. The A range covers an interval of length 0 2coD Parameter values: Ahmax = 0.72383X10-3coD = 106AFmin (->- <AF> = 10-stoD for the upper curves), 0d = 2OOK, c = 2km/s, p = 2g/cm3, ft =l.O, /=leV Full lines: =6, dashed lines: 7min =7, dotted lines: ?tmin =8; Ämax = Xmm+7. Upper Curves: Ah pc 1/r3, lower curves; Ah oc 1/r4.

	HIGH-RESOLVED OPTICAL SPECTROSCOPY OF MODEL PHOTOSYNTHETIC SYSTEMS
	Ri R 2 Rs R 4 Rs Re TPP H Н Н Н Н Н ТРРС —СООН —СООН —соон —соон н н TPPS S03H —SO3H S03H S03H н н PARA—TPP-L-Phe —СН3 —СН3 b —СН3 Н Н ORTHO—TPP—L—Phe —СН3 -СН3 -СН3 —СН3 b Н ME—ТРР —СООСНз —СООСНз —СООСНз —СООСНз Н Н MC—ТРР —СНз —СНз —СООН —СНз н н ТРРА Q —СООН —СООН а —СООН Н а Fig. 1. The structures and abbreviations of tetraphenylporphyrine-based model systems.
	Ri R 2 Rs R 4 Rs Re Chn-t —CH = CH2 —CH3 —CO2CH3 —CH2CO2CH3 H —CH3 7—CChn-t -CH-CHj —C = N С02СН3 —CH2CO2CH3 H —CH3 MChn-d —CH2—CH3 —CH3 H —СН2СO2СН3 H —CH3 13—A—Mchn-d —CH2—CH3 —CH3 —СО—CH3 —CH2CO2CH3 H —CH3 20—Cl—Mchn-d —CH2—CH3 —CH3 H CH2C02CH3 Cl —CH3 Chi a -CH =CH2 —CH3 с с H fvtol Pheo а —CH =CH2 —CH3 с с H H В—Pheo а —CH2=CH2 —CH3 с с H d Fig. 2. The structures and abbreviations of chlorine-based model systems.
	Fig. 3. Hole burning spectrum of tetraphenylporphyrin antraquinone system in toluene at 4K. The spectrum in the bottom represents the hole burned by pulsed dye laser into the excitation spectrum in the top.

	ГЛАДКОСТЬ РЕШЕНИЯ СЛАБО-СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ С РАЗРЫВНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
	УСЛОВИЯ ДИСКРЕТНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВА СУЩЕСТВЕННО ОГРАНИЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ
	ЭНТРОПИЯ СИСТЕМЫ И СОВОКУПНОСТИ
	ВЛИЯНИЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ФОРМУ КРАЯ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
	МАКРОДЕФЕКТЫ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GaAs И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ СИЛОВЫХ ДИОДОВ
	Рис. 1. Характерная морфология поверхности толстых ЭС.
	Рис. 2. Наследование эпитаксиальным слоем царапин на подложке: а область р—n-перехода, б поверхность ЭС.
	Рис. 3. Морфологические дефекты ЭС; а «ложбина», б «канал», в «дырки».
	Рис. 4. Глубокая пора; а оптическая микрофотография, б•— изображение в растровом электронном микроскопе.
	Рис. 5. Неглубокая пора с видимым дном; а оптическая микрофотография, б изображение в растровом электронном микроскопе.
	Рис. 6. «Большой дефект»: а оптическая микрофотография, б изображение в растровом электронном микроскопе.
	Рис. 7. Окрашенные сколы через поросодержащие дефекты: а «большой дефект», б пора.
	Рис. 8. Гистограммы распределения процента выхода D структур с UBr = U°br и короткозамкнутых (КЗ) от толщины /2°-слоя: а бездефектные структуры с Übr U°br, б бездефектные структуры, короткозамкнутые, в дефектные структуры с Übr = U°Br, г дефектные структуры, короткозамкнутые.

	STOCHASTIC CONTROL OF GROWTH IN FED-BATCH CULTURE OF BACTERIA
	ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ GaSb И ZnTe
	Рис. 1. Принципиальная схема аппаратуры для записи термограмм. I добавочный источник напряжения; 2 ампервольтомметры Ф-30; 3 цифро-аналоговые преобразователи Ф 4810/2; 4 многоточечный потенциометр КСП-4.
	Рис. 2. Концентрационные профили Zn, Ga, Те и Sb около перехода между первичным кристаллом и эвтектикой. I первичный кристалл, II эвтектика.
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	АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОНАПРАВЛЕННЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ
	АЛГОРИТМ СОКРАЩЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
	О РЕГИСТРАЦИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРОВАЛА
	Схема эксперимента (обозначения в тексте). Справа внизу форма нитевидных кристаллов 1 и 2.

	СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КЕРАМИК Y-Ba-Cu-0 ПРИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ
	Рис. 1. Спектр свечения YBajCuaO.,; в металлическом криостате при температуре 4К и длине волны возбуждения 309 нм.
	Рис. 2. Спектр свечения стенок кварце’ вого криостата при фокусировании лазерного луча на стенку (верхняя кривая) и на объект в нем (нижняя кривая) при температуре 6К и длине волны возбуждения 309 нм.
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	Illustrations
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	Fig. 1. Hole area (a) and hole width (b) as a function of time after burning. System: quinizarin in protonated and perdeuterated alcohol glass.
	Fig. 2. Hole area (a) and hole width (b) as a function of time after burning. System: tetracene in protonated and perdeuterated alcohol glass.
	Fig. 3. Reduction of the hole area by cycling the system (tetracene in alcohol glass) between the burning temperature Ть = 3 К and T—B К (curve 1 and 2). If the same cycle is repeated twice, no further reduction occurs (curve 3).
	Fig. 4. Hole area as a function of cycling temperature. Note that all data points are measured at the burning temperature TV Systems: quinizarin in PMMA and tetracene in alcohol glass (lower trace).
	Fig. 5. Change in optical density upon laser irradiation at the marked positions (arrows). AOZ)>O characterizes the spectral range of the photoproduct. a Tetracene in alcohol glass at 10 K- Note the occurrence of isosbestic points within 30 cm"1 of the laser frequency. b —• Quinizarin in alcohol glass at 4.2 K- Note that the isosbestic point is found 2500 cm""1 above the laser frequency.
	Fig. 6. Hole area as a function of a reduced temperature TJT* (see the text). The scaling behavior is quite obvious. The systems investigated are shown in the figure.
	Untitled
	Fig. 1. Organic molecules studied as guests in amorphous hosts. They undergo photochemical hole-burning (PHB). Top; dimethyl-s-tetrazine (DMST), free-base porphin (H2P), free-base chlorin (H2Ch). Bottom: ionic dyes resorufin and cresylviolet (CV) [22]. Fig. 2. Log-log plot of Глот —FO versus T for: a dimethyl-s-tetrazine (DMST) cresylviolet (CV), resorufin and free-base porphin (H2P) as guests in PMMA b— CV resor.ufin and H2P in ethanol. All curves follow aT1 -3±°-i dependence [2o]
	Fig. 3. Double-logarithmic plot of FTom vs. T for pentacene in PMMA. (ГТот = 1/2Гьоlе for hole-burning data, and Г/ьош= (яТ^)"1 for photon echo data [']). The two upper curves (dashed lines) are reproduced from [*]• The lowest curve represents our holeburning data for Pt 7.5ХЮ-3 J-cm~2 [3].
	Fig. 4. '/«Fhole as a function of burning time for pentacene in PMMA at Г=l2 К for two burning powers. At P= 20 holes were detected simultaneously via’ the fluorescence excitation signal and the transmission signal through the sarnole At P = 0.75 mW-cm-2 holes were observed in fluorescence only For F 0 '/S ~ =ГАот = 0.50 GHz [3]. ’
	Fig. 5. VzT/ioie versus time after burning for pentacene in PMMA (sample of OD = 0.9) at 7=1.2 K. Holes were detected simultaneously in fluorescence (closed symbols) and in transmission (open symbols). From bottom to top, increasing values of burning fluences: />/ = 0.035±0.005, 0.35±0.05, 1.4±0.1, 6.0+0,5, 48+2 J-cm-2 [3],
	Fig. 6. Temperature dependence of the homogeneous linewidth Fh0m (we define Г нош=: VsF hoie for Pt-*- 0) of the o—o transition of resorufin in phase I and phase II of ethanol, between ~ 0.3 and 4.2 K- As a comparison, the photon echo data of [2] are shown (dashed line). Insert: detail of the extrapolation of Fhom to the fluorescence lifetime-limited value of resorufin, Гo= (2яГl)~1~20 MHz, when Г->-0, for both phases I and II of ethanol [4].
	Fig. 7. Log-log plot of Thom Г0 versus Г for the o—o0—0 transition of resorufin in phases I and II of ethanol, between ~ 0.3 and 4.2 K. Both curves follow а Г1-3*01 dependence over at least one decade in T [4].
	Fig. 8. a Effect of a magnetic field on holes burnt in zero field (thin curves) in the Si-t-So o—o transition of H2P in PE at 4.2 К for two different fields. Top: a field of Я —3.2 Tis applied to a hole of rhoie = 200 MHz; middle and bottom: a field of H = 6.0 T is applied to holes of, respectively, MHz and 984 MHz. b Fits of the theoretically calculated hole sphapes (eqs. (1), and (2)) to the experimental results for the same three holes of Fig. 8, a (see text) [s],
	Fig. 9. Hole shape D as a function of frequency v and magnetic field H, for a zero field hole of 500 MHz width, calculated with eq. (1). Insert: frequency shift of the maximum of the curve vs. field for different holewidths [s].
	Fig. I.a Profile of the inhomogeneously broadened TC absorption before (upper) and after (lower, offset) hole-burning. Part b illustrates the relative change in optical density, exhibiting the appearence of anti-hole states at energies above the zero phonon hole and the rise of OD by antiholes compensating the decrease of OD by hole-burning via the phonon wing of low energy sites.
	Fig. 2. Temporal progress of the hole-burning process detected via fluorescence intensity of the vibrational zero phonon line (dots). The solid line shows an upper estimate of the inherent dispersion as predicted by eq. (4) but disregarding any variations of tunneling matrix elements. A comparison with the experimental data indicates that the statistics of TLSs are essential for understanding the burn kinetics. Full circles denote the fit on the basis of eq. (4) which includes the Gaussian density of К and the inherent contribution to the dispersion. The fit parameters are a = 2.0, v 0 = 4.2X10-3 s->
	Fig. 3. a – Spontaneous recovery of a hole recorded via VZPL fluorescence (dots) and scanning the hole profile (circles) in the long time regime. The solid line represents the calculated kinetics assuming a Gaussian density of tunneling paramdters and hole saturation at —(AOD/OD)max = 0.55, using the parameter set a = 2.5, km =ks = = I.BXIO~3 s-1, 4sp = 0.3X10“3 s~L Section b shows data and fit curve on a logarithmic time scale. Deviations from a logarithmic decay law are obvious in the short time limit of the experimental findings.
	Fig. 4. Experimental hole profiles (lines) for various times after terminating the burn proeess as indicated, taken from the scan (circles) of Fig. 3. The holes are well approximated by Lorentzian line shapes (crosses) with constant width Г. This demonstrates that spontaneous hole-filling is not accompanied by spectral diffusion within the time frame of Fig. 3.
	Fig. 5. a The first 20 min of spontaneous OD recovery of holes of different depth detected via continuously recorded VZPL fluorescence (dots). Immediately after exposing the sample for burn times varying from 30 s to 4000 s and 7B = 0.5 mW/cm2 the interrogation intensity was reduced by a factor of 10~3. Solid lines depict the fits assuming correlated burn and recovery tunneling processes choosing the parameter set (see text) a —2, km = k5~0.007 s-1, &sp = 0.001 s-1 and a maximum hole recovery of 30%- b The same SHF-data yet plotted relative to the initial hole depth (10, 18, 32 and 47% from top to bottom, respectively) to illustrate that shallow holes recover faster than deep ones. Broken lines are guides to the eye not corresponding to the fits in Fig. sa.
	Fig. 6. Comparison of dispersive decays with Gaussian and uniform density of X calculated by means of eq: <2) with parameters Я,O=Ю, a= 3 and v 0 = 5 s-1 (Gaussian) and Xo= Ю, a 2.0 and Vo —5 s-1 (uniform), where a represents the square root of the dispersion in both cases. The inset illustrates both densities on a common X-scale. A logtime representation (lower plot) compares the decay with a logarithmic law indicated by the dotted line.
	Fig. 7. Schematic diagram of three possible TLS configurations accounting for unburnable sites (a), metastable holes (b) and stable holes (c). The notation of states and rates agree with the kinetic scheme in the text (eq. (5))
	Fig. 1, Tautomerization of a symmetric carboxylic acid dimer.
	Fig. 2. Schematic representation of the double-well tautomerization potential of an acid dimer coupled to a dye molecule. The wavefunctions are indicated as broken lines. The asymmetry of the doublewell potential is reversed when the dye molecule is excited. The rate of tautomerization can be determined in this case from time resolved emission measurements.
	Fig. 3. Projection on the a, b crystallographic plane of a thioindigo molecule doped substitutionally into a benzoic acid crystal. Two of the four tautomer configurations of the two equivalent acid dimers sandwiching the indigo molecule are shown.
	Fig. 4. Top; emission spectra of thioindigo in benzoic acid recorded under selective excitation of the tautomer configuration with the highest (lowest) energy when thioindigo is in the excited (ground) electronic state. The lines marked Ru R 2 and R 3 correspond to the different tautomer configurations I ct, a), ja, p> and |p, a>, |p,p>. The bands marked ph and и are phonon side bands and vibronic lines, respectively some of the other sharp lines are Raman transitions of the benzoic acid matrix. Bottom: time resolved fluorescence emission from the Ri, R 2 and R 3 configurations subsequent to selective excitation of Ri.
	Fig. 5. Schematic representation of the optical resolution by fluorescence line narrowing of the delocalized proton levels of an acid dimer coupled to a dye molecule. The wavefunctions are represented by broken and dotted lines. The inhomogeneous width of the electronic transition indicated schematically masks the ground state level splitting in conventional absorption or emission spectra. p b
	Fig. 6. Line narrowed emission spectra obtained for thioindigo in benzoic acid: excitation into a vibrational level (top) and the o—o-transition (bottom) of the higher energy la, (3>, IP, a> configuration. The homogeneous linewidth of the transitions in the excitation process masks the ground state splitings when a vibrational level is involved, while it makes a negligeable contribution to the instument limited linewidth of the bottom spectrum obtained by excitation of the o—O-transition.0—O-transition.
	Fig. 7. Transient grating measurements in proto (top) and deutero (bottom) benzoic acid doped with thioindigo. The full and broken lines are calculated decays neglecting and including relaxation processes of benzoic acid dimers near ground state thioindigo molecules. The peak near t— 0 reflects a fast process possibly related to multiphoton excitation of higher electronic states.
	Fig. 1. Top: Inhomogeneous spectrum originating from homogeneous lines with different central frequencies. Bottom: Change of the spectrum through hole burning.
	Fig. 2. The components of the model and their interactions.
	Fig. 3. Energy levels of a system consisting of one impurity and one TLS
	Fig. 4. Energy levels of a system of one impurity coupled to several in the case displayed, four TLSs. The left hand side corresponds to TLSs with identical energy splittings, and the degeneracies of the various levels are given.
	Fig. 5. Linewidth averaged with respect to A and A. The A ranges used in the averages are indicated. The A range covers an interval of size 2.6 toD. Parameters: AF=o.3cod, 0d = 3OOK (Debye temperature), c = 3km/s (velocity of sound), q—2 g/cm3, /=1 ev (deformation potential).
	Fig. 6. Linewidth according to (11) in comparison with experimental data from [39] and [lB]. Short range interaction is assumed. The A range is over in interval of length 0.2 ■cod. Parameter values: <AF> = 10“3а)о, AFmax = 0.1446a)D, AF ос 1Д3, rmax-= 10/-min, 0D = —l5O K, c 2km/s, q=l g/cm3, k = 0.3, /=1 eV. (H2P free-base porphin; MTHF 2-methyltetrahydrofuran; PMMA polymethylmethacrylate; PE polyethylene).
	Fig. 7. Linewidth (in units of cod) of the optical transition Ri as a function of AF. Parameter values: A —B, F“ = 0.6t0D, 0d = 300 K, c=3.75 km/s, Q=2 g/cm3, /=leV. Left: A=2Fa; the straight curve segments on the left hand side of the figure describe a AF4 law. Right: A=2Fa+lo~3wp, to the left of their bends the curves-are proportional to AF2
	Fig. 8. Linewidth in comparison with experimental data. The long-range nature of the interaction is taken into account. The A range covers an interval of length 0 2coD Parameter values: Ahmax = 0.72383X10-3coD = 106AFmin (->- <AF> = 10-stoD for the upper curves), 0d = 2OOK, c = 2km/s, p = 2g/cm3, ft =l.O, /=leV Full lines: =6, dashed lines: 7min =7, dotted lines: ?tmin =8; Ämax = Xmm+7. Upper Curves: Ah pc 1/r3, lower curves; Ah oc 1/r4.
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